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MOSFET - Zakladni prvek CMOS

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) je tranzistor fizeny elektrickym polem. V
technologii CMOS tvori zakladni spinaci prvek, ktery diky své konstrukci umoznuje minimalni spotrebu
energie a extrémni miniaturizaci.

1. ProcC pravé MOSFET v CMOS?

Technologie CMOS (Complementary MOS) vyuziva doplikovosti dvou typd MOSFETG: NMOS a PMOS.
Hlavnim d@vodem jejich dominance je:

» Vysoky vstupni odpor: Brana (Gate) je izolovana vrstvou oxidu, takZe do ni netecCe témér
Zadny proud.

* Dva stavy: MOSFET funguje jako témér dokonaly spinac (bud vede, nebo izoluje).

e Nizké tepelné ztraty: V klidovém stavu CMOS obvodem neprotéka proud, coz brani prehfivani
Cipl s miliardami tranzistord.

2. Struktura MOSFETu

Kazdy MOSFET se sklada ze Ctyr kliCovych Casti:

1. **Source (S) - Zdroj:** Misto, kudy nosiCe naboje vstupuji do kanalu.
2. **Drain (D) - Odvod:** Misto, kudy nosice naboje kanal opousStéji.

3. **Gate (G) - Brédna:** Ridici elektroda.

4. **Dielektrikum (Oxid):** Extrémné tenkd izolacni vrstva pod branou
(obvykle $Si0 2%).

3. Jak MOSFET tvori logiku CMOS

O

V CMOS architekture pracuji MOSFETy vzdy v parech. Tento princip ,protiklad(” zajistuje, Ze napdjeci
napéti nikdy neni pfimo spojeno se zemi.

NMOS (Negative-channel)

e Vodice: Elektrony.
e Aktivace: Sepne, kdyzZ je na Gate vysoké napéti (Logicka 1).
¢ Role: V CMOS ,stahuje” vystup k zemi (Pull-down).
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PMOS (Positive-channel)

 Vodice: ,Diry” (absence elektrond).
e Aktivace: Sepne, kdyZ je na Gate nizké napéti (Logicka 0).
¢ Role: V CMOS ,vytahuje” vystup k napajeni (Pull-up).

4. Cesta k miniaturizaci: Od planarnich k FinFET

S postupnym zmensovanim procesord (pod 20 nm) zacaly klasické ,ploché” (planarni) MOSFETy
vykazovat chyby, zejména svodové proudy. Proto byl vyvinut:

e FinFET (3D tranzistor): Kanal tranzistoru uz neni plochy, ale vystupuje nad povrch jako
~ploutev” (fin). Brana pak obklopuje kanal ze tfi stran, coz umoznuje mnohem lepsi kontrolu nad
tokem elektronl a dalsi zmensovani (7 nm, 5 nm a méné).

[Image comparing planar MOSFET vs FinFET structure]

5. Shrnuti vlastnosti

Vlastnost Vyznam pro CMOS

Rizeni napétim |[Minimalni energeticka naro¢nost na ovladani.

Izolovana brana Zamezuje nechténym zkratlm uvnitr ¢ipu.
Skalovatelnost |MoZnost vyrabét tranzistory o velikosti nékolika nanometrg.

Souvisejici ¢lanky:

e Technologie CMOS (architektura)
* Polovodice a P-N prechod
e DigitdIni logika a hradla
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